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g invo.cidn se refiere a un di vgositlvo seul
conductor gue couprende un cuorpo semiconducior de sili
cio que tiene una parte de un tipo de coaductividad en
que egidn provistes dos resloncs swpuriiciales yuwtapucg
tas de tipo de conductividad opuesias que constltuyen las
reziones de fuente y de drenaje de un traucistor de efeg
to de caiwo de cou -uerta aislade, csitando provista una
capagislante sobre une superficie de dicho navie y estan
do supcrpuccia £obre las regioncs de fucnie y de drena-
je, teniendo dicha capa un esposor mencr entre las re-
ziones de fumte y de drenaje que sobre dichas regloues,
e.bando provisto wn elscirodo de compuerta sobre la par-
tc del-ada de la capa ziglante uwbicada cntre las regiounes.
La invencidn se reficre ademds a un mitodo de fubricacidn
de tal dispositivo semiconﬁuctdr.

3L eloetyodo Go compuerta de un trunsistor de
efecto de campo de compucria eislada coastituye con el
cunrpo cermiconductor y la copn alslante intermediaria,
un capacitor en que lo conductividad en un canal on el
cuerpo gemlconductor entre las rogilomes de fuente y de
dzenaje puede sar influcneiada por medio de una lensidn
cobre el eapucitor. in la priactica, el cloctrodo de com-
puerta go suporpone sobre las regiones de rfuente ¥ de dre
naje on cisrito mrado, de modo de asesurar gue ol canal
pueda establecer un contacto satisfactorio con las regio
nes de fuente y de dronaje y/o ser canaz de influenciar

fdcilmente lo conductividad on el canal cn $odo st largo .
entre los voziones de fuente y de drenajs.
Donde on la presente descripeidn se dice gque 1g

cape aislante enire las regiones de fucnte y de drenaje
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es mas delsude que sobre dichas rezioncs, esbando P?OViﬁf
0 el cleetrodo de compucria gobre la perte dul_adn ubicg
de. ontre dichas regiones, cato dsberia ontienderse cowno
sisnificando que le warte delsada de la cana aiglante y
el cloetrodo de comuerts ucden supervoncrse e cicrdo
srado pobre las regsiones do fuenie y de drenzje.

Debido a que el dectrodo de com uert: se su-
norpons sobwe las vesioues de fuente y de droraje cn ciex
to ~redo, se producen enbre dichws resiones 7 ¢l cloetre :
do de compuerta, capecliancias gue proferible.citc gon
tan pegueiiag como tea porible dado gue on jonerol influeg
cian adversaiente ol funciouwuisnto del tronsistor de

ofceto de canno. For tanto, se irata de gue lo supoerposi
ph H - —

cion d:=1 clictrode de com-usris cobre lug weriones do
fuente y de drenaje soa fan peguciia como iew posibleo. 3in
oibargo, on octe cumo dcbown lmponerse exijeiicies partici=
larnente elevedos con resnoeto o la exactivud con cue cs
fabriccdo cl tranei:tor de ofccto de camno, por ejemplo,
sobre cl mdtodo de folto-resist que éebe ser utlilizado, s
t0 resulta en un avmento on ol precio de cocto y requie-
re tlompo, sin que a menudo no ovgbante, se obbcuzan los
coulitadog deseados,.

BLs conocido proveer le superficie del cucrno de

 gilicio del transistor de cfceto de campo adyacenic a lus
‘resiones de fuente y de drenaje con uana eapa alslunte [aue
: . T A :
ga, por cjemplo, dec oxido de siliecio y wedueir ol esocsor

) . .
~de dicha capa de oxido cntrs las reziones de fucnie v de

3 1 4 -t )
drenaje vor moidicacitiie doto recuicre wn nétodo de Foho-
resist muy execto, sicndo, adouds, dificil obteusr el eo

pesor deseado de 1o morie delguda Go unn aancra roproduci

-3 -
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Tembien ¢s conveido eliminar toitalments la ca—

P4

. 7 o oo . - .

pa gruesa de oxido enire las reglones de fuonte y de dre
. . 4 . « A - o

naje por mordicacion, sezvido por la provisidn de una ug

L . L4 N . .

va cgpa de Ooxido mas delzada entre lag rogloacs de Tuen—-

te y de drenaje. El espegor de la nueva capu 16 Srido del

sade pucde ser ajuctado exactamcnte de una menera simole,
. - LR 'y - N T "

pero lu eliminscion de la capa sruesa de oxido entre las

roglones de fucnie y de drenaje roquisre un ndtodo de Lo

' . 7 2

to-roaiet muy exacto, slendo lo exactitud do tal metodo
o

de foto-regist adversamente iniluenciady pox ol heeho gue

’ o ‘. - .
- la capa srucega de Oxido debe ser localucnve eliminada.

Iy - . . ’
Como cs sabido wna aberture pucde scr provigio kos exec-

tamente en une capa de Oxido delsada que en uas caps grue
ga de dxido.

In log transistorss de efecto de camwo de log
tipos Gesceritos, el elcctirodo de comuerta puede sor nro

vigto sobre la capa aislantve con uns tolcerancla compaia-—

tivawente grande. 9i el electrodo de com uerta se super-

pone sobre los paries srucsas de 1o caps alslante provig

ta sobre las regiones de fuente y de drcnaje en clordo 11
dc, esto tiene pocn influencie dado qgue lag capacitaucitos

producidas por dicha superposicidn entre las regiones de

“fusnte y Ge drenaje y el electirodo de compucrta son pegue

san debido al sran espesor de la cane ailslante sobre las
resiones de fuente y de drenaje, mientras que debido a la

presencia de la poarte delzadc de la capa aislante es noci

i

. bls, oxactamente, una cepacitancia grande entre el elec-

trodo de comrucria y la regifn de cenal catre lus resio-

n

nes de fuente y de drenaje.

-4 -
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g poeible provecr a ucllas nasrtog

ficie ¢e un cucrpo ¢ silicio, gue Geben uniigs a lus

[0
@

sioncs dc fuente ¥y de dremaje que Geben ser provictas con
ma cars sruesa de 6xido de silicio dopads com wun. ima-
reza y luczo proveer las regdones de fuente y G§ drena-
jo por difusidn de dicha L, uroza, sicnde provista la par
te restente de la suporiicie con une capa mes Jelqnda de
§uigo do silicio por oxidacidn. ¥sto no reguicre un mlto
do aa Foto-resiat de precisién pero wne desvoniala cunsig
to en gue log capus potélicas aue doben ser proviotas S0
bre la cape aislante, deven cer provistas de nanira sug-
tancialmente comwleta sobre 1o capu do dxido delrnda.
Usualmente s proveoon oLnes actdiicas sobre la
cana aislente, capcs vetdlicas (us estdn comectidus al

A,

., ’ 1 “
electiodo de com uerta ¥y, o treves de abertures cn la ca -

a

na aiglante, a log resiones de frente y de drenaje, pudilen
do dichas capas metélicas, adenes, estar concctadss a los
otros clementos de clreuito provizbes en el cucrio de si-.
licio y/o pueden estor provictas con coiductores netali-
cog. wutas caras notdlicas preferiblemente son wvrovislas

, , . i
sobre una capa aislante mruesa, ontre otros, ypara limitar:

+ la ecapacitancia entre dichos capns metdlicas ; ol cuerpo

geirlconduector y payae liamitar la nosibilidad de cortocir-

- cuito entre une capa metdlica y ol cuerpo sel:iconductor

) 1. 14 WA NS 3 g ()
a traves de un peque.o orificio on la caps alslaute.

Uno de log objetos 4w la invencidn consizte en
proveer un transistor de efceto de campo que tisne capaci
tancias nequeias entre el eleetrodo de compucria y las re
aisnes de fuente y de dreanje y otro objeto doc 1o inven—

-’ . . N -
cidn consiste en vrovecr un wubtodo de febricaciin de tal
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dichas nartes empoiradas esta presente una capa supcrii-

transistor de cfecto de campo en que se cvitan lag desven
tajas descritas, al menos en su mayor parte.

Ia invencidn se basa entre otros, en el Teeono !
ciuwiento del hecho que mediante el uso de uns cape aislaen
te, que tiene paries gruesas de dxxido de silicio que csudn
empotradas en ol cucrpo de silicio al menoe cn parte de
su espesor pucden evitarse lus desventajas descritas, ob |
tonidntose adeuts la ventaja de que la cape aiclante que
congiote de partes delsadas y grucsas es mis plena cue
en log dlspoeitivos conocidos del tivo menciounado en ¢l
exordio.

-

<) 3 <’ . Py . :
De acucrdo con la invencion, un diszositivo se

" miconductor del tipo mencionado en el enordio se caracig

riza porque al menog parics de la capa aislonte ublicadas

" sobre lag regiones de fuente y de drenaje consisten deo
s n cme . L4 s - e s
" bxido de silicio y cstan empotradas en el cucipo de sili .

. ¢io en al menos parte de su espesor, de modo ¢ue cnire

‘eial de silicio que cos adyacente a lag partes empoitradas

. I d .
“en todo su espesor y que esta cubicerta con una parie del

‘pade Ge la capa aislante, estando presenie sobre dicha

‘parite delzada el elecirodo de compuerta.

Debido a lag partes gruesas de 1o copa aislan- !
& -

“te empotradas en el cuerpo de silicio al meunos en parite

‘de su cespesor se¢ obbiene una superficile nis planas del .
Al - .

dispoeitivo lo que es venitajoso, entre otros, para la pro-

vigibn del electrodo de compuerta. Bl dieposzitivo de

. 4 a - . - o
. acusrdo con la invencidn puede ser fabricedo, ademis, evi

) Y

n . . . L4 <
tdndose un método de foto-rosist de precision, es decir

un mébodo de foto-resist en cue una cdmara debe sor diri-

-G -
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£108 ¢on JZran preclsion cn relacion a narées ya s 1rovis—

tas, por ejemplo, las regionsg de fuente y de drenaje

del dispositivo. usto scrd deserito en detalle a conti-

. macidn.
5 El espesor de la capa superiicial Ze silicio
! adyacente a las peries empotradis en todo su espesor pre

%feriblcmente es al menog 1000 4.

i
|

De acuerdo con la invencibn el método de fabri

" cacibn del dispositivo de acuerdo con la invencidn se ca

o ’ . P4
racteriza porque se provee una mascara de difusion en la

10

forma de una capa sobre wna parie de un tipo de conducti .

vidad de un cuerpo de silicio, comprendiendo la mdscara

; L4 Y
dos aberturas yuxtapuestas a traves de las cuales se di-
, funde une impureza en cl ounerpo de silicio pars obtencr,

lag regiones de fuente y de drenaje del transictor de efeg

to de campo, consistiendo al menos parte de la mdscara U
bicada entre las aberturas, al nencs en narte de su espe—,

sor de un material que difiere del dxido de silicio y cong

tituye una mascara contra le oxidacién siendo sometida al:

menos la superficie del cuerpo de silicio en las aberiuras,
. . « ! : f
a un tratamiento de oxidacion nara obtener las paries de !
!
la capa de Sxido de silicio empotradas en =l cuecrpo de |

' gilicio en al menos parte do su capesor. Serd obvio que

este método no requiere un método de foto~resist de pre-

[y
fe1

cisidn. ;

1
El trataaiento de oxilacidn puede ser comtinua—

do, ventajogsamenite hasta cue las partes de la capa eiupo-

tradas en el cuerpo de silicio en al menos varte de su '
’ . )

- g@pesOT son mas gruesas que la parte de la mascara origl

30 ‘nalucnie colocads entre las aborturas y cue consitituyen

-] -
2.6.68
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una miscara contra la oxidacibn. Bsto tiene, entre otrasy
las siguientes vembajas. Las mencionadas aberturas pueden
ser provistas muy exactamente en una miscars delgada. A—%
dents, si fuera deseable, el electrode de compuerta ppedé
ser provisto sobre la parte de la méscars que coné%i%uyeﬁ
vna mascars contra la oxidacidn y estd ubicada entre las
aberturas.

Otra realizacidn preferida del método de acuer—
do con la invencidn se caracteriza porque la parte de la
miscera originalmente ubicada entre las aberturas es re-

emplazads por una capa de dxido de silicio que es mis del

. gada que las partes de capa de dxido de silicio cupotra-

das en al menos parte de su espesor después de lo cusl ge

: provee el clecirodo de compuerta sobre dicha capa delsadat
- de 6xido de silicio. Una capa delgada de Gxido de silicio

puede ser descable, por ejemplo, si es necesaria una gran
" cstabilidad del trensistor de efecto de campo. Ademds es
posible usar una doble capa de, por ejemplo, Oxido de i~
. liclo y nitruro de silicio por debajo del electrodo de

~eonmuerta.

Puede usarse preferiblemente una miscara en que

la perte de la mdscara ubicada entre las aberturas consig

te de una capa de Gxido de silicio adyacente al cuerpo de:

silicio y esté recubierta con una caps de un material que:

. constituye ung miscare contra la oxidacidn, siendo elimi-

nado dicho recubriidiento de un material de wmdscare contra-

la oxidacidn después de la provisidn de las partes de ca-

Y S -
pa eupotradas de Oxido de silicio, proveyendo luego cl

eleetrodo de comuuverta. Antes de lo provisidn del electro=
- -

do de compuerta, la capa de Oxido de silicio originalmen—
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te cubi~zia con un meicrial que constituye una nascara

-

contra le oxidacidn wuede sor somebida al tratu iento de’
osiabilizacibn y/o ddrsele un cogpezor alzo mayor. Una
ventaja importante de cota roaiizacibn consicte en que
despuds de la provisidn de las resioncs de fuenie ¥y de
drenaje y las partes de caoa emnotradas, le capz delzada
de Gxido de silicio gobre la cual puede ser provisto ol
clectrodo de compuerta ye cstd presonte, de iwodo gue ol
digpocitivo no necesite scr somctido auevamentc, o al ng
nog nccasitba ser sometido durante un DbrlOuO de Liemno
mucho mis corto, a touporaturas elevadas gue jueden ocu-'

rir sl proveerse una cape delzada ds Oxido ¥ que oueden
influenciar a los regioncs de fucente y de drcnaje yo »ro
vigtas.

Una importantc rcalizacidn de un método dec acuer
do con la invencidn se caracieriza porque solomonte aaue'
1lla porte de la superiicle del cuerpo de silicio, sobre
la cual debe sor provista la psrie dolgada de la cave aig
lante que es provista con el electrodo de compusrta, es-
44 cubicrita con una capa que consbituye una mageora cons
tre la oxidacidn, desuyuls de lo cual la parte no cubizria
de la supecrficie es sometide a vn trataaiento de oxidacidn
para obtencr una capa de 6xido de silicio que estd eupotra
da en ¢l cuerpo de silicic en al menos parte de su egpe~
sor, cestando provictag log dos aberturas en dicha capa de
0xido, siendo dichas aborturas adyacentes a la capa quo
constituye wna méscara contra la oxidacidn, siondo difun
dide la impureza a trovés de dichas cborturas para obtbe-
ner lag resiones de fuente y de drenaje, proveyéndosc par

tes de capa de 0xido (e silicio cn las aberturas mediante

-0 -
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un tratamicnto de oxidacidn y siendo eupotradas en el
cuerpo de silicio en al monos parte de su esgpesoyr, cre-
ciendo lag capa de oxido de silicio ya preseniec hasia un
sposor mayor durante el Gltimo tratamiento de oxidacildn
mencionado. In este método se obticne una cape de dxido
gruese de ung manera simple sobre toda la superficie del |
cuerpo de silicio fucra de la regién de canal. Usando,
para mordicsr las eberfuras en la capa de éxido, un agegj
te mordicante que elimins poy mordicacidn al dxido de si
licio mds rdpidemente que al material que constituye una
wéocars comira le oxidacidn, puede evitarse en este-caso
un uétodo de foto-resist de precisidn.

Otva realizacidn importante del método de acucy
do con la invencidn se curceteriza porgue solamcnte aque
lla parie dﬁ la suporficic del cuerpo de silicio, sobre

la cuval debe ser provista la parte delgade de la capa ais

" lante provista con el electrodo de compueria, y aquellas
E q

. partes adyacentes de la supcrficie que corresponden a las

Y . 14
aberturas que deben ser nrovistas en la capa de mascara,

: gon cubiertas con una capa que constituye una ndscura con.

tre lo oxidacifn, después de lo cugll la parte no cubici-

. ta de la supcriicic es sometida a un tratamiento de oxida’
. cidn para oblener una capa de dxido de silicio que estd

- empoirada en el cuerpo de siliclo en al menos »arite de su

esvesor, desvuds de lo cuzl son provistas aberituras en la

. 8 . ¥4 .
capa que constituye una miscara contra la oxidacion, gien

do dichas aborturas adyacenies a la capa de Oxido de sili

-

!
cio, difundiéndose la impureza & travis de diches aberiu-

ras para obtener las regiones de fuenie y de dremaje, pro-

veyéndoce las partes de capa de Oxido de silicio en dichas

- 10 ~
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aberturas mediante un trata.icnto Ge oxidacion, partes
que -otdn empotradas en ol cucrpo de silicio en al wenos

4 ’
partc dec su espesor, volviendose nus sruesa la cape de
’ : Jan iy ot

§zido do silicio ya prescnbe durante el ultimo tratauien

. , 4 N 2, R 94 4 [ b’b.
to de oxidacion mencionzdo. In esta realizacion sc oblig

. - £ .
ne tanbién una capa gruesa de Oxido en toda la superfi-

; s s . ) . !

cie del cuerno de silicio fuera de le region de canzsl, u

. o . « !

sandose un ozente mordicante que elimina por mordicacion
CRR) > 0] & - ) . . - r o " >
al nitruro de silicio mds répidamente que al oOxido de si
licio, pudicndo evitarse un mitodo de foto-rcsist de nre
PO 4
cisiou.
Otra reglizacion del método de acuirdo con la
invencidn se ceracieriza porQue sc provee una capa que
: . ’ e . q 4
cons tituye una mascara ccnira la oxzidacion gobre la super
ficie del cucrpo de siliecio, las aberturas son provistas :
en dicha capa y se provee en dichas cberburas unc deposi
s p . N qe ¢
cion de la impureza quec debe ger difundida, dessues de
lo cual la capa que constituye uno miscara conira la oxi
« 7 .. . .
dacién es eliminada con la cxcepcidn de la parte de di-
cha capa ubicada entre lag «berturas y correspoudicnte al
electrodo ae compueria cue debe ser provisto, siendo some
tida la parte de la superficic del cucrno de silicio no

cubicria por dichae parte de capa a un trataiento de oxi

+ 7 - . . P ) s
~docidn para obtener unz capa de 0xido de silicio que es-

’ - . . -
ta empotrada en el cuerno dc silicio en al menos parte de

. . . » ’ .
- su esyosor, difundiendose aun mes la impureza en el cuep

00 de silicio duranie el tratamiento de oxidacidn. Tam~

.’ . . . o
bicn en csta realizacidn cc obtiene una capa zruesa de

- ~e P BRI
oxido en toda la supcrficie del cuerpo de silicio fuera

4 . " .
de la rezion de canazl, evitdudose un método de foto-resist

w 11 =
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de precisivine.

Preferantenmcnte se usa niiruro de silicio cowo
un material resistente contra la oxidacidn dado que se

han obieuido muy bucuos resultados con esta sustancia.

:;;‘

fin e gue la invencidn pueda scr fdcilacate
llevads a la p:écﬁioa, se deseribiréan a continuaciln vy
lizaciones de la wigua mds detalladamente, a titulo e |
e¢jeunlo, con rofercucia a los dibujos esquendiicos que oe
aco@paiian, cn que

La fisura 1 es una vista en corde de wn transig
tor de cfecto de campo de acuordo con la invencidn iouada
gobre la linca I-I de la Tisura 2.

Ia figurs 2 es uw. vista en planta de dicho
trangletor de ofceto de oampo.

Las fisuras 3 a 7 son vistas en corie de varias
etapas de dicho transistor de efecto de campo que ocurren
durante la fabricscidn dsl transistor de efecto de campo.

las figuras 1 y 2 mestiran wn ejemplo de uvn dig
positivo semiconductor de acuerdo cun la invencidn que tig
ne un cuerpo de silicio 1 de un tipo de conductividad en
que estan proviztas dos regloncs superficiales yuxtapuesQ
tas 2 y 3 del Lipo de conductividad opucsio que constitu .
yen las resiones de fuente y de drenaje del transisior
de efceto de camwo del tipo que tiene un electrodo de cox
vunerta aiglado 4. Una capa cislante 5, 6 entd orovigta sg
bre la superficie del cuerpo de silicio 1 y sobre lag rc!
gilcnes de fuecnte y de arenajé 2 ¥y 3, cape que btiene un
esvwesor entre las wvesloncs de fuente y de drenaje 2 y 3
(varte 5) menor que soore Giches rezlones. Bl cleetrodo

de comuerte 4 cavd provicto cobre las parte delgada J de

- 12 -



la cape aiclante 5,6 ubicade cnire lag reziones 2 5 Ov

De acuerdo con la inveacidn, al monos log
tes 6 de la capa aislawic 5,6 ublcades sobre lag weiio-
nes de fucnte y de dremaje 2,3 concisten de digo de si—%
licio y estdn empotradas en :1 cucrvo de silicio 1 en al.
¢ Wenos paxte de su espesor de wodo que catre alchos parﬁoq
cimotiadas 6 estd prosente une cop: swperficisl de sili--
cio 7 que es sdyccente a las pertos erpoiradas 6 on todo
sU esnogor y ¢uo cstd cubicrta con le parte delgmas 5 de |
la cepe aiclante 5'6 estando rxucentde sobre lo purie do;;

i sada 5 el eleetrodo de commueria 4.

. . 7 o
! En la proscate roclizacidn los portes 6 dc la
i »

{ capa aiglonte 5'6 empotiodas on ol cucrpo Je gilicio 1

+

en pavrte de su espesor ge extiendon suctanclalmonte sobie,

toda lo superficie fuers de lo resiln de conal, os dccirf
s la repibn endre las rogloncs do fucnte y de drenaje 2 ¥ 3%
i del cuecrpo de giilecio 1. i
; Ic cape superificiel do gilicio 7 tienc un espe—~’
< cor de al menos 1000 A,

i
! El electrodo dc comrucria 4 comprende una porte;

[a]

ubicada sobre la parte 6 de l= capn aislanie 5,06, parte]
|
a la que pucde ser eencetado un ceonductor concctor. Con:

<

ductores conceforcs pueden ser conecciados bawbidn o les ;
covas netdlicas 9 ¥y 10 sobre la varte 6, que cevan conoc~§
tades a lag regiounes de fuente y Ge drenaje 2 y 3 o tra~ |
véz de las aborturas 11 ¥y 12 cn la varte G.

EL cuerpo de gilicio 1 »ucde Lormar naiic de

et o 7 o e e e S < e < 14 enis

. 0] 0 ’ N
jun cwerpo de silicio mas srande en cue pucdan provecrse !

; ’ . . -,
jun nunmere de elementos de eircuito. wn ese caso cl cuor-
i

xPO

i |

¢ silicio 1 es une parte de un tipo de conductividod

o

'

\ - 13 -
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de un cuerso d4e silicio mayor. Las capas meidlicas 8,.9 ;
y 10 pucden ser construfdas de unz mancra conveneioznal dé
modo que ellas consiltuyen wna conexién a los otros elc—'
mentos de circuito.

Dado gue la parte srucsa 6 de la cawva alslante
5,0 egtd empotrada en el cucrpo de silicio 1 en parte de‘
su cspesor la superficie de dicha capa es mds plana que
en los transictores de cfocto de campo conceidos que tic-
nen una capw aliglante con una parte gruess y una parte
delzada. Bso cg veniajoso al proveerse ¢l elcetvrodo de
compuerta .

La ventaja mds importenie de un traansisior de
efceto de campo de acuerdo con la invencidn consiste sin
emvarso en que puede ser fabricodo sin un ndtode de fo%o;
resist de orecisidn. |

s, « 7 L > . ’ .
A continuscion se describira un ejemplo de wn

't

_método de acuerdo con la inveuciln de fabricacidn del

transistor de ofceto de campo mosirado en las fi-mraes 1

[

r 2

De acucrdo con la invencidn tal mdétodo se ccrac

 feriza porgue unc miscara de difusibn 15, 16 en ia forma
. de una capnz (vor fig. 4) es provista sobre el cucrpo de
“pilicio 1 y couprende dos aberburas yuxtapucstas 14 y 15
dee, 4 L R 2 sy o
g Graves de los cirles se difunde wna impurcza en el cucy
- po de silicio 1 para obtencr las regiones de fuente y de

" drenaje 2 v 3, cougigiiendo al mc:uos la parie 16 de la

’

- miscara ubicedo cnbre las aborturcs 14 y 15, al menos cn

varte de su espesor de uvn material diferente del oxido de

3 > (3 s v 4 - 3 .
ilicio y que congbiiuye una néscera contra la oxidacidn,

giendo somedida, al menos, la superficie del cuerpo de si

- 14 -
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licio en lag aberturas 14 y 15 & wn tratamiento d¢ oxida
cidn vare obiencr las srtos de capa 6 de 6xido do eili-
cio aupotradas en el cuerpo de gilicio en parle de su csg
pPCSor.

En el ejemplo prescnte se userd una réclisacidn
del uétodo de acucrdo con la inveoaecidn en gue solenzuie
la perte de 1o superdicie del cuerno de silicic 1, sobre
la cucl debe gcer provista lo porite delsada 5 de lo caja
aiglante 5,6 provista con el eleetrodd de compusria, osté
cubicrta con wna capa 16 (fig. 3) wue consbituye unc mégé
cara contra lz oxidacidn, dessuds de lo cuml la pawto no

cubicria de la supsrficie es sometida a un trataionto

«n . ? ", . . .
" de oxidacion para ovuency una capa de dxido do silicio

13 que esta empoirzda en el cusrpo de silicio 1 en parie

f

de su espesor. Log dos aborturas 14 y 15 (fiz. 4) =on pro:

" yacentes a la capa 16 que constituye una nascara contra

. 1a oxidacibn. Con esto sc obticnc la miscara de difusidn

‘do que se obiicne la capa gruesa de dxido de silicio 6.

vistas en la capa de Oxido 13 giendo dichas aborturas ad !

13, 16+ Se difunde une inmureza para ovtenor las reziones

1
de fuente y de drenaje 2 y 3 a través de las aberturcs 14iy

y 15 (fig. 5), proveyéndose mediante un trataniento de o-|
i

' yidacibn paries de lo capa de dxido de silicio on las

: aberturas 14 y 15, partes que ostdn empotradas en el cucl-

e e . . (4
po de silicio 1, en paritc de su esposor, volviéndose wés

' gruesas la capa de Oxido de silicio 13 ya .resente, de mO<

Un cuerpo de silicio de Gipo p 1 (£is. 3) aue |

$iene una resistividad Ge, por cjemplo, 10 ohm., cme. y un

. espesor de aproximadanente 200 @icrones e usa COMO mave-

‘rial de partida. Les restantes dimensiones del cucrpo de
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gilicio no son imporiantes y Unicamente deberian ser sur%

ficientouwente grandes para ser capaces de proveer el traﬁ-

sistor de efceto de caipo. ‘
Usualiuente se proveers gimul téneaiente wna plu

ralided de transishores de cfecto de campo en un cucrpo

de silicio despuls de lo cual el cuerpo de silicio es

subdividido.

: Una capa de nitruro de siliclo, de aproximada~ -

- menve 0'2 micronos de ospesor es provista sobre ¢l cuer-

. po de gilicio. ILista capa puede ser provista de und maners

~ convencional haciendo pasar por encima una mezela de gas

" de silano y azonio. El nitruro de silicio congtituye una
méscara conira la oxidacidn.

La capa do nitruro de silicio es eliminada por
medio de un método de foto~resis®t convencional con exccp-
' eidn de la varte 16 cuyas dimensiones son aproxinadamen—
" te 15 x 1000 uicrones.

Se provee luczo por oxidacidn la capa de dxido
‘de silicio 13, de un espegor de aproximadamente C,3 miw-

_crones. Para ese f£in, por e¢jemplo se hace pasar vapor S0= "

.

bre el cuerpo de silicio que es mantenido a una teupera-
:tura de aproximadamente 10002 C haste c¢ue se obtienc el
;espesor descado.

Las abertwras 14 y 15, de dimensiones de aproxi -

13

.madamente 950 x 25 micrones, que son adyacentes a la ca~-

3

pa de nitruro de silicio 16, son provistas luego en la

‘capa de $:xido de silicio 13 por medio de un mdtodo de fo-
to-resiet convencional y un agente mordicante. Ias aberiun
vag 14 y 15 (£iz. 4) que deben ser provistas deben ser

adyacentes a la capa de altruro de silieio 16, pero usan-

- 16 =
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do un agsgente nordicante que ataco al dxido de silicio mds

rdpidenente que al nitruro de siliecio, no ge rvegquiere un

N 4 . {
método de foto-resist de precigion. Actualuente ruidon pr

..

. " ’ !
_ vecrse dc maners muy cxacta aberturas en lo nmiscara de mor

A1

dicacidn que se superpon;an a la capa de nitrvro de gilicio

16 0 aln una abertura corvesponiiznte a la cays do uitru~
ro de silicio 16 y dos purteos adyacenies de la copa de

' §xido de silieio 13. En la viebs en corte moczirada on la ;

D fisura 4 algunes diferciciaz en el ancho de law aherburas
10 14 y 15 que deben scr provisias, no es importante.

EL agente nordicante puede congliziir por ejomplb,

: a - 3 . 7
de wna solueidn saturada de fluoruro de amonid en asua a

3 la que so ha asresedo 24 en peso de decido fivoriddiico.
' Bete agonte mordicante ataca al dxido de silicic mucho
15 | mds rdpidemente que el nitruro de silicio.
Se difunde fésforo en el cucrpo de silicio 1 a
! través de las aberturas 14 y 15. FPara ese fin ¢l cucrpo
d

de silicio junto con una cantidad de polvo de siliecio do

pada con fésforo es calentado on un tubo de cuerpo cva-
~

20  cuado o aproximsdamente 10002 C durante aproximadomente

10 minutos después de lo cual el cucrpo de silicio es re

tirado del tubo de cuarzo.
Bl cuerpo de silicio cg luogo calenbtado o una
| te.aperatura de aproximedarcnte 10002 G, haciéndose pasar

25 vapor gobre el cuzrpo 1, hagla cue se obliene uno capa

‘de dxido de silicio de un esposor de aprozimadacente 0,0
?micronos, en las aborturas 14 y 15. La capa de dxido do
‘silicio 13 se vuclve mds gruesa y alcanza un cspesor ce %
-aproximedamente 0,8% micrones. Se obtiene entonces la ca-
30 ipa arucsa de 6xido de silicio 6 que sc¢ exticnde sustan-
‘

- 17 -
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ciclmenie en toda la superficie del cucrpo de

fuera ds l2 rezidn de canal gue cotd ubicada ca la caye
supsrficial 7, estando le capa 6 empoirzda en el cucroo
de gilicio 1 en aproximadamente 0,35 microncs.

La capa supcrficial de silicio 7 cue es adya-
conte en todo su ospesor a la capa de 6xido 6 que estd cm
potrode en parte de su espesor, tisne asi un cspesor de
aproximadamente 0,35 microncs.

El f8sforo se difunde ain mds durante la etapa
de oxidacidn y después de la obtencidn de la capa 6 las
regiones de fuente ¥ de drenaje de tipo n2 y 3 tienen un
espesor superior a 1 micrdn.

El especor de la capa Ge Oxido de silicio 6 om
potrada en parve de su espesor en el cuerpo de silicio 1
es mucho mayor que la parte 16 de la mascara 13, 16 ori-
ginelmente uwbicada entre las aberturas 14 y 15 ¥y que cong
tituye una mdscura conire la oxidacidn,

Bl eloetrodo de compuerta puede ser provisto sg
bre la parte 16 de la médscara 13, 16 originalmente ubics
da entre las sberturas 14 y 15 y quc consitituye wna més—‘

< 4 .
cora contra la oxidacion. Con vistas a la obtencidn de ypro

. 4 L2 . . . .
- pledades electricas satisfactorics de log transiciores de

efeeto ao campo que deben fobricarsc, sin embargo, puede
ser degseable reemplazar la parte 16 de la mdscara 13, 16
orizinalmcnte vbicada entre las aberturas 14 y 15 por una

capa de 6xido de silicio 5 (fizura 1 y 2) que sea consi-

, , .
dersblenente mas delgada que la capa de Oxido 6 empotrada

en parte de su espesor después de lo cual el electrodo de
comouerta 4 es provisto sobre dicha capas delgada de Oxi-

do 5.

- 18 =
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La capa de nitruro de silicio 15 es elininada
stmergiendo el suerpo de silicio en deido fosférico con
una temperatura de aproximadamcnte 1902C hasta Guc la cg
va 16 e¢s elimineda. La capa de Sxido 6 se volverd mis del
gada y tendrd un espesor de aproximadaunente 0,7 micronas.

A Tin de obtener la capa de Oxido de silicio 5;
el cusrpo de silicio 1 28 luego caleniado a una temperatu
ro. de 10002¢ durante 10 winutos, hacidndose pasar vapor
sobre ¢l cuerpo 1. A fin de mejorar la calidad de la ca-.
pa de éxido 5, el cucrpo de silicio 1 es calentado en oxi
geno o una btesperatura de aproximada.ente 10000C durante
aproxincdsmente 10 minutos, en nitrd cno a vna temperatu
ra de aproximadamente 10008C durante avroximadansnie 5 mi
nutos, y en nitrd-cno que conticne vapor de agua & una Gen

peratura de aproximedamente 450¢C durante oy

roxinadaon—-
te 30 winutos. La capa b ticne wu cspesor de aprox'ﬂada-v
nente 0,2 micrones. |
Debe mencionarse cuz 1o cana de Oxido de sili-
cio, como alternativa, puede obtcnérso gonvirtiendo la cg
pa de aitruro de silicio 16 en dxido de silicio por oxi-.
|
dacidn anddica. 5
Ias aberiuras 11 y 12, de dimensiones de apro-
ximedanecnte 850 x 10 micrones, son provigias en la capa
de 6xido por medio de un método de Fojo-resist cimvencio .
nal y un agentve wordicante. 3
Se provecra luero de uanera convencio ial el ‘
electrodo de compuerta 4 con la parte 8 y las capes metd
licas % y 10 que potén conectadas a las regiones 2y 3 a
través de les aborturas 11 y 12. Ias vartes 4, &, 9y 10

pueden consistir de alwainio.

- 19 -
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to de caupo do acuerdo con la invencidn. Conduetores co
noctores pueden ser cunectados o las capes motdlicas 8,
9, 10 ¥y el transistor de efecto d¢ campo puede ser dis-
puesto en una envoliurs de cualquier manera convencional;
En luzar de la madscera 13, 16 (fig. 3, 4) con
la capa de nitruro de silicio 16, puede usarse como alter
native, wna méscara en que la parte 16 de la miscara 13,
16 ublcada entre las aberturas 14 y 15 congisten de una
capa de bxido de silicio que estd recubierta con una capa
de un material que constituye uns ndscara contra lo oxi-
daciln, sisndo eliminazdo dicho recubrimicnto de un material
que congtituye una miscara contra la oxidacién después de
la provisifn de la capa de Sxido de silicio 6 empoirada
en parte de su espesor, slomlo provisto luezo ¢l electro
do de comsuerta sobre la capa de 6xildo restante que for-
ma immediatemente la capa de dxido mostrads en les figuras
1y 2, ia capa 16 puede consistiy por ejemplo, de una cg:
pa de fxido de silicio de un espesor de 0,2 micrones, que
es provista sobre el cuerpo de silicio 1, y es recubierté
con una capa de nitruro de silicio ¢ue »uede tener igualg
mente un espesor de aproximacdawmcnte 0,2 uwicrones. Ia cas
lidad de la capa de dxido 5 restante despuds de eliminari

la capa de nitruro de silicio puede sor mejorade de la

25 mancra ya descerita precedentemcnte, antes de proveer el

30

29!5- 68

electrodo de compuerta 4. De esta mancra las regloncs 2
y 3 son oxpuesias durante un periodo de tiempo mis cor-
t0 a las clevadas tewpereturas requoridas para la provi
sibn de la capa 5.

En otra realizacin imgortente de un método de

- 20 =
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: la cava de itruro de silicio

acuerdo con la invencidn, la pexte de la guperiicie del 1
cucrpo o silicio 1 do purtide sobre la que debe mor pro-

vista la parte dolzada 5 de la capa aislante 5, 6 provisg

ta con ¢l electroGo de compusrta 4, ¥y aqucllas partos ad-

yacoutes de la supcrficie Cuo corresnondon a lag sberturas
r

14 v 15 gue deben ser provisias es la copl de mascarg,

son recvbiertas con une cana 25, quo coustituye vna sas-

. s Y S s e S e
coxa cunira la ozidmeidn 7 que ecunmziestle, mow cjuuplo, de

n

: L 3 . -
U pitruro do silicio, (ver fig. G), despucs Ge lo cual, por

©oxidacids: isual que en ¢l ¢jemplo preceienic, sc provec

_ W
e cana Je $:ddo do siliecio 23 que esta cumolreds en el
cuer:o do giliecio 1 on parte de ou cg.cool.

Las aberturas 14 y 15 son provictas lucso en

N

6, siendo lag aburturas

. .o
| adyacentecs a la capa de oxidjo 23.

Uzando un agente nordicante quus no ataca al 6x;‘

do de miliecio, o0 ataca al. 6xido de silicio al menos nucho

i L) ] PR - v
menos rapidamente gue el nitruro de silicio, vucde evi-

26 |

25

30

{

2.6.60!

i las aberturas 14, 15 pare obtencr las reziones de fuente

L . 4 '
tarse un metodo de Loto~resict de nrecision de una mane-

ra similer a la del cjeuplo vrecedente. Pyede uzorse éci—{

do fosférico, por ejemplo, como un agente mordicante.
- [ 4 > . o ’
Degoués de la provisidn de las aboerturas 14 y

15 se obtiene la mdscare de difusidn 13, 16 como sc mues-!

i
tra cn le fig. 4, y de la wmismz mencra doscrite en ¢l e¢jem

o

plo precedente, puede difundirsce wns iapureza a fravés de'

{

. [ S " .
y de drenaje 3, proveycudose mediante un lrataunicnto de
4 = o I - > . . - e -
oxidacion partecs dc capc Ge gilicio en dicuas aberturas

¥ giendo empotrada en el cuerpo dc zilieio al menos en

; ' ‘., e l
‘purte de cu espesor le cepa de Oxido de gilicio ya vresen:

- 21 -
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te ue aumcunte de cspesor de wodo gue so obliene la caza |
de bxido G que en osie caso se cxtiende tambidn sustancicl

mente on toda la superficle del cuerso de silicic 1 fuera

C de lo mesidn de canel entre las rogiones 2 y 3.

. ta por 1

¥n otra vealizacidn imvoritante de vn mdtodo de
acucrdo con la invencidn, une capsc, u0x cjouslo una capa
de aivruro de silicio 16, 30 (ver fize 7), que consiitu—
ye una mascars conbra la oxidacidn, ec wiovista sobre uvna
superiicie del cuerpo de silicio 1 de pardida, capa en que
son wiovistas lus aberturas 14 y 15 dc cualeuier mancra
convencional. Sc¢ provec en las aberturas una deposicidn
de la iapurcza que debe ser difundide que consiste, por
ojmmplo, de fésforo difundiéndose fésforo en capas super
ficlales nmuy delgadas adyacentes a las aborduras 14 y 15.
Asi 1a capa 16, 30 sirve como une miscora de difusidn.
Ia parte 30 de la caga 16, 30 que conctituye wne miscara
contra la oxidacidn, es lueso eliminads, menteniéndose le
paxrte 16 de la capse 16,30 ubicada entr:c las aborburas 14
v 15 ¥ que corrogponde el elecirodo de coupuerta 4 que
debe s © nrovielo.

La guperficle del cuerpo de silieclo 1 no cubiex

o
—

sarte 16 es gometida lueso a un trataciento de

2

. . w ol e ame .
oxidacidn pars obtensr unz capa de Oxido de gilicio srue

 s& empotradc en el cuervo de siliclo en narte ds su espg

!,

' por. Zsbe frota.iento de oxidacidn puede realizarse de

i tma monore simllar o 1o doscrita en low ojeuanlos precedon

J.

- tes pore obbensr la capa de dwido 6. Durmante sste irata-

2 hy 3 K | " ), .
miento do oxidaecidn el £ésforo se difunde nig profundamen

- te on el cuerpo de gilicio 1 de wodo ¢uc ze obtiene una

estructura como la mosirads cn la fiz. 5 cou la dnica di
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forencia que no ocurre lu degisualdad
Lo bordcs de las regioncs 2 y 3.

Asi también cn este caso sc obticne wma cana
Ge Oxidgo gruesa en tode 1o suwerficie del cucrno de sili?
cio 1 fuera de lo rezidn de canal entre las regionos 2y
3

5

tmnnd s - T 2. .2 B 4 = .
Sera oovio quc lo invemeion no gty liuiteda o

[
fate

ag realizacioncss desciitos

[
e

Al
o
0

pon poniblos muchas va’

riacionus vera los expertos =n ol arte, sin salirese Gel

«
5

2l

alcance (c erda inmveoueiln. Por ejmmlo, on la Glliua regﬁ
lizacida dsserita con referuicis a la fisura 7, co pogsidle
no cliuiner la uorte 30 4. lz capa de 6xizo de silicio

16, 30 v orovecr solamentie wa cape de 6uido Je silicio

2 lag cheriuras 4 v 19 empotirodos en ol cuerpoe dg silis

cio 1 on narte de su esvamor. Aden's, »ucdc usarse Un Ha-

terial diferente del nitruro de silicio quc conmtituye

’ ' P AU . S
ung nagecra condra lo oxidacion. Un transictor de ofcecto
de camno de acutrdo con ia inveneidn pucGe tencr uma con~!

i

fi-urseidn diferente, por ejuuslo unw conTi uracida con-
conirica, distinte a la vostrada on lag fisuwras 1 7 2.
Esta solicitud que correg:onde a lo progenvada |
on Ilolanda el O de Junio dc 1967 bajo ol 2 67-C7956, oe
acose o log benoficios del articulo 51 asl vigentc Betatu

to wobre Propicdad Industrial.

Lo
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RETVINDICACTIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva gque
se presenbtan para que sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafia por VEINTE afios, son los
siguientes:

1.~ Un método de fabricacién de un disposi~-
tivo semiconductor que comprende un cuerpo semiconductor
de silicio que tiene una parte de un tipo de conductivi-
dad en que estén previstas dos regiones superficiales
yuxtapuestas del tipo de conductividad opuesto, que cons-
tituyen las regiones de fuente y de drenaje de un transis—-
tor de efecto de campo de compuerta aislada, estando pre-~
vista una capa aislante sobre una superficie de dicha
parte superponiéndose sobre las regiones de fuente de
drenaje, teniendo dicha capa un espesor menor entre las
regiones de fuente de drenaje que sobre dichas regiones,
estando previsto un electrodo de cqmpuerta gsobre la par-
te delgada de la capa aislante situada entre las regiones,
caracterizado porque se forma una miscara de difusidn,
en forma de una capa, sobre una parte de un tipo de con-
ductividad de un cuerpo de silicio, siendo provista la

miscara de dos aberturas yuxtapuestas, a través de las

, cuales se difunde una impureza en el cuerpo de silicio,

para obtener las regiones de fuente y de drenaje del tran-
sistor de efecto de campo, consistiendo, al menos la par-

te de la méscara situada entre las aberturas, al menos en

-24 -
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%parte de su espesor, en un mabterial de enmascaramiento
%contra oxidacidn y diferente del éxido de silicio, siendo
isometida, al menos la superficie del cuerpo de silicio de
ilas aberturas, a un tratemiento de oxidacidn para obtener
ial menos las partes de capa alslante en las regiones de
ifuente v drenaje que consisten en dxido de silicio intro-
jducido en el cuerpo de silicio al menos en parte de su es-~
%pesor.

1 2.~ Método de acuerdo con la reivindicacién
:l, caracterizado porgque el trabamiento de oxidacidén es con=-
.tinuvado hasta que las partes de capa empotradas en el cuer=
‘po de silicio en al menos parte de su espesor, son mds
gruesas que la parte de la miscaras originalmente ubicada
:entre las aberturas y que constituye una mlscara contra

1a oxidacidn.

; 3.~ Método de acuerdo con la reivindicacién
’2, caracterizado porque el electrodo de compuerta es pro-
%visto sobre la parte de la mlscara que constituye una mésca-

}ra contra la oxidacidén y que estaba ubicada originalmente

.entre las aberturas,
i

1

16 2, caracterizado porque la parte de la mdscara origi-

4,~ Método de acuerdo con la reivindicacién

inalmente ublcada entre las aberturas es reemplazada por
éuna capa de 6xido de silicio que es mis delgada que las
;partes de capa de 6xido de silicio empotradas en al menos
iparte de su espesor despuds de lo cual el electrodo de
:compuerta es provisto sobre dicha capa delgada de 6xido
'de silicio.

5.- Método de acuerdo con la reivindicacién

1 6§ 2, caracterizado porque se usa una miscara en que la

t
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%parte de la miscara ubicada entre las aberturas consiste
. de una capa de 6xido de silicio que es adyacente al cuer~
gpo de silicio y que esti cubierta con una capa de un mate-
%rial que constituye una méscara contra la oxidacidén sien-
i do eliminado dicho recubrimiento que constituye una més-
~;cara contra la oxidacién después de la provisidn de las

. partes empotradas de capa de éxido de silicio, siendo lue-
;go provisto el electrodo de compuerta.

i 6.~ M&todo de acuerdo con una o mis de las rei-
vindicaciones precedentes caracterizado porque solamente
'aquella parte de la superficie del cuerpo de silicio, so=-
;bre la cual debe proveerse la parte delgada de la capa
‘aislante provista con el electrodo de compuerta, es cu-
:bierta con una capa que constituye una méscara contra la
;oxidacién, después de lo cual la parte de superficie no
écubierta es sometida a un tratamiento de oxidacidén para
.obtener una capa de éxido de silicio, que esti empotrada

en el cuerpo de silicio en al menos parte de su espesor,
proveyéndose las dos aberturas en dicha capa de éxido,
-siendo dichas aberturas adyacenties a la capa que consti-
tuye una miscara contra la oxidacidén, siendo difundida la
impureza a través de dichas aberburas para obbtener las
‘regiones de fuente y de drenaje, proveyéndose en las aber;
‘turas partes de capa de 6xido de silicio medianie un tra=-
:tamiento de oxidacibén y siendo empotradas en el cuerpo de'
silicio en al menos parte de su espesor, volviéndose mis
‘gruesa la capa de Sxido de silicio ya presente durante

el Gltimo tratamiento de oxidacidén mencionado.

7.~ Método de acuerdo con una o mis de las rei-

vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque solamente aque-
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?11& parte de la superficie del cuerpo de silicio sobre la
%cual debe proveerse la parte delgada de la capa aislante
iprovista con el electrodo.de compuerta y aquellas partes
?adyacentes de la superficie que corresponden a las abertu-
Eras que deben ser provistas en la capa de miscara, son
Ecubiertas con una capa que constituye una méscara contra
' la oxidacidén, después de lo cual la parte no cubierta de
. la superficie es sometida a un tratamiento de oxidacién
‘para obtener una capa de éxido de silicio empotrada en el
cuerpo de silicio en al menos parte de su espesor, des-
pués de lo cual se proveen aberturas en la capa que cons-
tituye una miscara contra la oxidacién, siendo dichas am
‘berturas adyacentes a la capa de bxido de silicio, difun-
diéndose la impureza a través de dichas aberturas para ob-
;tener las regiones de fuente y de drenaje, siendo provis-
%tas partes de capa de 6xido de silicio en dichas abertu-
?ras medisnte un tratamiento de oxidacidn y siendo empotra-
‘das en el cuerpo de silicio en al menos parte de su espe-
‘sor velviéndose més gruesa la capa de Sxido de silicio ya
gpresente durante el Gltimo tratamiento de oxidacién men-
‘clonado,
8.~ Método de acuerdo con una o mis de las rei-
vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque se provee una
?capa que constituye una mlscara conbra la oxidacidn sobre
la superficie del cuerpo de silicio, se proveen las aber-
turas en dicha capa y se provee en dichas aberturas una
‘deposicién de la impureza a ser difundida, después de lo
cual se elimina la capa que constituye una méscara contra
la oxidacidn con excepcidn de la parte de dicha capa co-

rrespondiente al electrodo de compuerta que debe ser pro-
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“visto y ubicado entre las aberturas, siendo sometida la
_parte de la superficie del cuerpo de silicio no cubierta
_por esta parte de la capa, a un tratamiento de oxidacidn
- para obtener una capa de 6xido de silicio gue estd empo-
ttrada en el cuerpo de siliclio en al menos parte de su es-
-pesor difundiéndose la impureza ain mds en el cuerpo de

silicio durante dicho tratamiento de oxidacidn,

9.~ Método de acuerdo con una o mis de las rei-

-vindicaciones precedentes caracterizado porque se usa ni-

“truro de silicio como un material que constituye una més~

cara contra la oxidacién.

10,~ Un método de fabricacidén de un dispositivo
semiconductor.

Tal y como se ha descrito en la liemoria que an-

tecede, representado en los dibujos que se acompafian y con

‘los fines que se han especificado.

Esta Ilemoria consta de veintiocho hojas escritas

‘a miquina por una sola cara.

Madrid, 15 OCL 10

P.4.
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